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１．概要（Summary） 

厚さ 1原子層の炭素物質であるグラフェンは、キャリア

移動度が究極的に高いことから、次世代半導体材料とし

て非常に期待されている。これまでに我々は、炭化ホウ素

の熱分解によりホウ素ドープグラフェンが成長することを

明らかにした。本研究では、SiC基板上に成長させた炭

化ホウ素薄膜を熱分解することで、その表面にウェハース

ケールのグラフェンを成長させ、そのホウ素ドープの有無

を含む特徴について調べた。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

X線光電子分光装置 

【実験方法】 

6H-SiC(000-1)単結晶基板を、B4C粉末と共に、真空中

1500°Cで加熱することで、炭化ホウ素薄膜を形成した。

その後、真空中 1400°Cあるいは Arガス中 1550°Cで加

熱することで、炭化ホウ素の熱分解によりグラフェンを形

成した。得られたグラフェンの特徴について、X線光電子

分光装置によって調べた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1に、作製したグラフェン／B4C／SiCの高分解能

透過型電子顕微鏡(HRTEM)像を示す。Fig.1から、SiC

上に厚さ 9nm程度の炭化ホウ素薄膜が形成され、その

上に赤矢印で示す 3層程度のグラフェンが形成している

ことがわかる。 

 

Fig.2には、この試料の X線光電子（XPS）スペクトルを示

す。Fig.2から、B4C薄膜形成後には、B 1sおよび C 1s

ピークが存在し、C 1sピークはB-C結合およびC-C結合 

を含んでいることがわかる。グラフェン形成後にも、C-C結

合に加え、B-C結合が存在することから、グラフェン中に

ホウ素がドープされていることが示唆される。同時に行っ

た Hall効果測定の結果、グラフェンのキャリアタイプは正

孔であることがわかった。これは、ドープされたホウ素が供

給したものと考えられる。また、正孔濃度はグラフェン成長

条件によって制御可能であることも明らかとなった。 

 

４．その他・特記事項（Others） 

 なし。 

 

５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 
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Fig. 1 HRTEM image of graphene/B4C/Si 

180 185 190 195 200

280 285 290 295 300

180 185 190 195 200

280 285 290 295 300

B4C thin film B-graphene

B 1s

C 1s

eV

In
te

n
s

it
y
 (

a
.u

.)
In

te
n

s
it

y
 (

a
.u

.)

B-C C-C Binding energy (eV)

Fig. 2 XPS spectra of B4C thin film and graphen 


